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【 名 新 a  半 遵 体 装 匙 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 0 5 3 , 3 0 2  (  S  5 6 . 6 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 ロ
【 名 称 】 半 導 体 記 憶 裴 羅 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 膝 降 司 , 西 秀 敏
【 登 録 番 号 】 " 許  1 , 0 6 0 , 3 0 5  (  S  5 6 . 8 . 2 5 )
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 】 半 導 休 装 置
【 発 明 者 】 伊 藤 降 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 0 3 5 , 8 5 1  ( S  5 6 '  2 . 2 印
【 請 求 項 数 】  1
【 1 " 願 1 珂 】  H , 米 , 英 , 独 , オ ラ ン タ
【 名 称 】 半 導 体 裴 置 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 鉄 番 号 】 特 許  1 , 1 2 8 , 5 0 4  (  S  5 7 . 1 2 . 2 4 )
【 荊 求 項 数 】  1
【 出 鳳 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 装 織 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 2 3 2 , 如 6  (  S  弱 . 9 . 2 6 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 融 同 】 日
【 名 称 】 半 群 休 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 伊 豆 剰 迩 司 , 野 崎 尊 夫 , 篠 団 政 一
【 登 録 番 号 】 特 1 午  1 , 0 6 8 , 8 0 5  (  S  5 6 . 1 0 . 2 3 )
【 訥 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 裴 鑁 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 降 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 1 7 8 , 4 5 3  (  S  5 8 , 1 1 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 】 集 殖 回 路 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 竹 計 ] , 1 1 4 , 9 2 4  (  S  5 7 . 9 . 2 9 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π , 米 , 英 , 独 , オ ラ ン ダ
0 0 7
0 0 8
0 1 3
0 0 8
0 1 0
0 1 1
0 1 2
014【名称】集枯回路の製造方法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 1,114,925 ( S 57.9.29)
【請求項数】 1
【出願氏a n,米,英,独,オランダ
【名動J 半遵体裴置の製造力法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 1, H4,926 ( S 57.9.29)
【訥求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,オランダ
【名称】半導体装置の製造力法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 1,060,322 (S 56.8.25)
【訥求項数】 1
【出願国】日
【名称】絶縁被膜の形成力法
【発明者】伊藤隆司,野崎尊夫,篠田政一
【登録番号】特許 1,四9,263 (S 57.6.18)
託吉求項数】 1
【出願国】Π
【名稍J 半導体表面絶縁膜の形成法
【発明者】野崎芭夫,伊藤隆司
【登録番号】特i午 1,007,636 (S 55.フ.3D
【詰求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,仏
【名称】半導体表面絶緑膜の形成法
【発明者】野崎芭夫,伊藤隆司
【登録番号】特許 1,109,5田( S 57.8.13)
【訥求項数】 1
【出願国】日,米
【名動J 半導体装識の製造方法
【発明者】野崎尊夫,伊藤隆司,篠田政
【登録番号】特許 1,109,562 ( S 57.8.13)
【詰求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,仏
【名称】半導体装艦の製造方法
【発明者】伊藤隆司,上屋真平
【登録番号】特許 1,383,310 (S 62.6.9 )
【請求項数】 1
【出願匡1】日,米,英,独,仏,オランダ
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【 名 称 】 半 導 体 裴 置 の 製 造 力 法
【 発 明 老 】 伊 ル 剰 隆 司 , 野 崎 鄭 火
【 登 録 番 号 】 特 i 午  1 , 0 8 4 , 9 3 4  (  S  5 7 . 2 . 2 5 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日 , 米 , 英 , 独 , オ ラ ン ダ
【 名 称 】 半 導 体 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 法
【 発 明 者 】 野 崎 尊 夫 , 伊 際 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 0 9 7 , 1 3 5  ( S  5 7 . 5 . 1 心
【 請 求 項 数 】  1
【 1 _ " 願 岡 】 日 , 米 , 英 , 独 , 仏 , オ ラ ン ダ
【 名 称 】 半 導 体 記 憶 装 置
【 発 明 老 】 伊 藤 隆 司 , 十 屋 真 平
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 4 8 0 , 7 8 3  ( H  I . 2 . 1 山
【 詰 求 唄 数 】  1
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 i 酎 意 裴 置 の 駆 動 方 式
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 2 9 9 , 4 8 5  ( S  6 1 . 1 . 3 D
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 法
【 発 明 名 】 野 崎 尊 夫 , 伊 藤 隆 司 , 荒 川 秀 貴 , 井 上 伝 市
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 2 1 2 , 4 8 6  (  S  5 9 . 6 . 1 2 )
【 訥 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日 , 米 , 英 , 独 , 仏 , オ ラ ン ダ , 加
【 名 称 】 半 導 体 裴 置 の 製 造 方 法
【 発 明 岩 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 尊 夫 , 石 川 元 , 篠 田 政 ・ ー
【 登 録 番 号 】 特 許 ・  1 , 5 0 6 , 3 3 5  ( H  I . フ . 1 3 )
【 請 求 項 数 】  1
【 1 " 1 鴨 国 】 Π
【 名 称 】 半 遵 体 装 借 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 伊 ル 剰 峯 司 , 野 ・ 崎 尊 大 , 石 川 元 , 篠 田 政 ・ ー
【 登 録 番 号 】 特 許 ・  1 , 1 7 9 , 6 9 3  ( S  5 8 . 1 1 . 3 の
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 圃 】 Π
【 名 称 】 半 導 休 装 置 用 コ ン デ ン サ
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 酋 夫 , 石 川 兀 , 篠 田 政 一
R 紗 え 番 号 】 特 許  1 , 4 7 9 , 1 4 7  ( H  I . 2 . 1 の
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
0 2 3
0 2 4
0 2 5
0 2 6
0 2 7
0 2 8
0 2 9
030【名称】半導体不邦発性記憶装識
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
【登録番号】特許 1,112,828 ( S 57.9.16)
し古求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,仏,オランタ,加
【名称】光半導体装置
【発明者】伊藤隆司,士屋真平
【登録番号】特許 1,251,055 ( S 60.2.14)
【詰求項数】 1
【出願伺】Π
【名称】半導体不抑発性記憶装置
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
【登録番号】牛"午 1,494,839 (H I.5.16)
【詰求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,仏,オランダ,加
【名称】半迫体装置の製造方法
【発明者】伊藤隆司,石川元,篠円政一
【登録番号】特許 1,542,278 (H 2.1.3D
【訥求項数】 1
【出剛Ⅱ司】Π,米,英,独,仏,オランダ,アイルランド
【名称】半遵体装置の製造方法
【発明者】伊藤隆司,野崎N夫,石川 篠田政・フC,
30)【登録番号】特許 1,3印,273 ( S62.1
【詰求項数】 1
【出願国】日
【名称】半群体記憶装譜
【発明者】伊膝隆司,十.屋真平
【登録番・号】特許 1,141,411 ( S 58.4.13)
【諸求項数】 1
【11り勲国】 U,米,英,独,仏,オランタ
【名称】半導休裴置の製造力法
【発明者】伊藤隆司,荒川秀貴,石川元,小野元雄
【登録番号】特'午 1,463,186 ( S 63.10.28)
【請求項数】 1
【出願国】日
【名称】半導体小揮発性記憶装置
【発明者】上屋'〔平,野崎尊夫,伊藤隆司,石川元
【登録番号】梨拓午 1,113,731 (S 57.9.16)
【請求項数】 1
【出剛!国】日,米,英,独,仏,オランタ,加
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【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 伊 藤 峰 司 , 野 崎 貯 夫
【 登 録 番 号 】 特 許 1 , 4 " , 7 2 8  ( S  6 3 . 6 . 8 )
【 詰 求 項 数 】  1
い 1 願 国 】 日
【 名 称 】 半 遵 体 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 名 】 伊 藤 隆 司 , 嚇 野 剣 言 夫 , 井 上 伝 市
【 登 録 番 号 】 牛 拓 午 ] , 3 9 3 , 7 1 1  (  S  6 2 . 8 . 1 1 )
【 i 青 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 ロ
【 名 称 】 半 導 体 不 抑 発 性 記 憶 共 置
【 発 明 者 】 十 屋 真 平 , 伊 藤 峰 司
【 登 録 番 号 ・ 】 " 清 午  1 , 2 6 1 , 0 6 4  (  S 6 0 . 4 . 2 5 )
【 詰 求 項 数 】 ]
【 出 願 国 〕 日
【 名 称 】 半 導 体 不 揮 発 性 記 憶 装 置
【 発 明 者 】 士 屋 真 干 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 1 4 5 , 1 9 9  (  S  5 8 . 5 . 1 2 )
【 請 求 項 数 】  1
【 1 Ⅱ 願 1 刊 】  H
【 名 称 】 半 遵 体 裴 置
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 8 5 9 , 8 2 3  ( H  6 . フ . 2 7 )
n 行 求 項 数 】  1
【 出 願 同 】 日
【 名 称 】 半 遵 体 の 表 而 処 理 力 法
【 発 明 者 】 伊 際 隆 司 , 加 藤 ・ 郎
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 6 5 3 , 2 5 6  ( H  4 . 3 . 3 0 )
【 訥 求 項 数 】  1
い Ⅷ 典 国 】 日
【 名 称 】 金 属 薄 膜 の 形 成 方 法
【 発 明 者 】 伊 献 隆 司
【 登 録 番 号 】 牛 " 午  1 , 2 7 5 , 6 5 1  (  S  6 0 . フ . 3 D
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日 , 米 , 英 , 独 , 仏 , オ ラ ン ダ
【 名 称 】 金 属 苅 膜 の 形 成 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 ・ 】 特 許  1 , 3 3 4 , 5 7 4  ( S  田 . 8 . 2 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 1 _ Ⅱ 願 匡 1 】 日
0 3 9
0 4 0
0 4 1
0 4 2
0 4 3
0 4 4
0 4 5
046【名称】半遵体記憶装置
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 1,472,839 (S 63.12.27)
【詰求項数】 1
【出願伺】日
【名称】薄膜生成装碕
【発明名】伊藤隆司,加藤・一郎
【登録番号】特許 1,719,312 (H 4.12.14)
【詰求項数】 2
【1・"願1玉1】 H,米,英,独,仏
【名称】半導体装置の製造力法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号J 特許 1,869,891 (H 6.9.田
【請求項数】 2
【出願圃】日
【名称】半導体装識の製造方法
【発明者】杉井寿博,伊際隆司
【登録番号】特許 1,526,368 (H I.10.30)
【詰求項数】 1
【出願倒】日
【名称】薄膜形成方法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 1,フ78,504 (H 5.8.13)
託吉求項数】 1
【出願国】日
【名称】半遵体装置の製造力法
【発明者】g呪剰聳司,杉井寿博,深野哲,堀江博
【登鉄番号】特'午 1,759,703 (H 5.5.20)
【訥求項数】 1
【出願国】日
【名称】半導体装霞の製造方法
【発明者】伊藤隆司,杉井寿博,深野哲,堀1_[博
【登録番号】特許 1,793,403 (H 5.10.14)
【訥求項数】 1
【出跡小σΠ
【名称】半導体装置の製造方法
【発明者】伊心1迩司,杉井脊博,深野哲,堀江博
【登録番号】特許 1,6印,352 (H 4.4.21)
【請求項数】 1
【出抑典国】日,米,英,独,仏
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【 名 稍 傷 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 力 山 挟 一 郎 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 " 許  1 , 9 1 5 , 5 0 7  ( H  7 . 3 . 2 3 )
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 】 半 導 休 装 置 の 製 造 方 法 及 び そ の 製 造 装 置
【 発 明 者 】 杉 井 寿 博 , 伊 藤 降 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 7 船 , 4 2 5  ( H  5 . 1 0 . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  2
【 出 願 阿 】  U
【 名 称 】 パ タ ー ン 形 成 力 法
【 発 明 老 】 伊 藤 隆 司 , 小 沢 清
【 登 録 番 号 】 特 許  2 , 0 1 5 , 四 9  ( H  8 . 2 . 2 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 〕 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 老 】 加 藤 ・ 一 郎 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 7 9 3 , 4 3 9  ( H  5 . 1 0 . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 堀 江 博 , 杉 井 寿 博
【 登 録 番 号 】 特 許 1 , 9 5 5 , 5 9 5  ( H  7 . フ . 2 8 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 Ⅱ 1 願 国 】 日 , 米 , 英 , 独 , 仏 , 伊 , 加 , 韓
【 名 稍 J  負 性 抵 抗 素 子
【 発 明 者 】 伊 藤 降 司
【 登 録 番 号 】 特 清 午  1 , 7 9 5 , 2 5 9  ( H  5 . 1 0 . 2 8 )
【 諸 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 発 明 者 】 山 崎 辰 也 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  1 , 9 釘 , 9 6 7  ( H  7 . 9 . 1 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 】 半 導 休 装 置 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 小 沢 清 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  2 , 1 1 7 , 7 6 9  ( H  8 . 1 2 . 田
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
0 5 5
0 5 6
0 5 7
0 5 8
0 5 9
0 6 0
0 6 1
062【名称】半導体奘臓の製造方法
【発明者】五勺係正明,加藤隆,伊藤隆司
【登録番号】牛松午 2,012,970 (H 8.2.2 )
【請求項数】]
【出願国】日
【名称】半導体装識の製造方法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 2,017,フ76 (H 8.2.19)
【請求項数】 1
【出願国】Π
【名稍J 半導体装置の製造力法
【発明者】武藤正明,加藤隆,伊藤隆司
【登録番号】特i午 2,559,700 (H 8.9.5 )
【詰求項数】 1
【出願国】日,米,英,独,仏,韓
【名称】薄悦装置及びその形成力法
【発朋者】力川藤隆,伊藤隆司,前田守
【登録番号】特・i午 1,856,233 (H 6.フ.フ)
【請求項数】 3
【出願国】Π,米,英,独,仏,韓
【名称】池膜装置及びその形成方法
【発明者】加心降,伊藤隆司
【登録番号】特許 1,634,970 (H 4.1.20)
【請求項数】 3
【1+1願田】日,米,英,独, U、,韓
【名称】半遵休基板の型造方法
【発明者】小沢清,伊藤隆司
【登録番号】特許 1,9諦,8田(H 7.6.9)
【諸求項数】 1
【出融国】 U
【名称】半導体装機の製造力法
【発明者】加藤隆,伊際隆司
【登録番号】特許 2,541,234 (H 8.フ.25)
【i古求項数】 1
【Ⅱ_1願国】日
【名称】金属配線の形成力法
【発明者】伊藤隆司
【登録番号】特許 2,558,127 (H 8.9.5 )
【請求項数】 1
【出願匡1】日
063
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0 7 0
【 名 称 】 釡 属 配 線 の 形 成 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  2 , 郭 8 , 1 2 8  ( H  8 . 9 . 5 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 称 】 ゲ ッ タ リ ン グ カ 法
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 奈 良 安 凱 , 伊 献 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  2 , 6 8 6 , 7 6 2  ( H  9 . 8 . 2 2 )
薪 省 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 Π , 米 , 英 , 独 , 仏 , 韓
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 ・ 】 特 許  2 , 6 5 6 , 9 4 5  ( H  9 . 5 . 3 の
【 詰 求 項 数 】  1
【 出 願 国 】 日
【 名 稍 唖 半 導 体 装 置 の ド ラ イ ク リ ー ニ ン ク ソ j 法
【 発 明 者 】 奥 野 昌 樹 , 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 ・ 】 特 許  2 , 8 7 4 , 2 4 1  ( H H . 1 . ] 4 )
【 請 求 項 数 】  3
【 出 願 国 】 Π
【 名 称 】 半 導 体 基 板 の ド ラ イ 洗 浄 方 法
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 登 録 番 号 】 特 許  2 , 釘 4 , 2 5 9  ( H 1 1 . 1 . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  2
【 1 Ⅲ 頼 匡 ] 】 日
0 7 1
0 7 2
0 7 3
0 7 4
米 国 登 録 特 許
1 '  U S P  4 , 2 9 7 , 7 8 2  ( N O V . 3 , 1 9 8 D
" M E T H O D  O F  M A N U F A C T U R I N G  S E M I C O N D U C T O R  D E V I C E S "
T a k a s h i l t o
2
U S P  4 , 2 6 6 , 9 8 5  ( M a y . 1 2 , 1 9 8 D
"  p r o c e s s  f o r  p r o d u d n g  s e m i c o n d u d o r  D e v i c e  l n d u d i n g  a n  l o n  l m p ] a n t a t i o n
S t e p  i n  c o n b i n a t i o n  w i t h  D i r e d  T h e r m a l  N i t r i d a t i o n  o f  t h e  s i l i c o n  s u b s t r a t e "
T a k a s h i  l t o ,  S I 〕 i n p e i  H i j i y a
U S P  4 , 2 8 2 , 2 7 0  ( A u g . 4 , 1 9 8 1 )
"  M e t h o d  f o r  F o r m i n g  a n  l n s u l a t i n g  F i l m  L a y e r  o f  s i l i c o n  o x y n i t r i d e  o n  a
S e m i c o n d u c t o r  s u b s t r a t e  s u r f a c e "
T a k a o  N o z a k i ,  T a k a s h i l t o
3
4 USP 4,298,629 (NOV.3,198D
"Method for Forming a Nitride lnsu]ating FⅡm on a SⅡicon semiconductor
Substrate surface by Direct Nitridation"
Takao Nozald, Takashilto, Hideld Ara]くawa, Hajime lshikawa, Masaichi
Shinoda
USP 4331710 (May 2,1982)
"METHOD OF FORMING AN INSULATION FILM ON SEMICONDUC、
TOR DEVICE SURFACE"
Takao Nozald, Takashilto
USP 4,353,936 (oct.12,1982)
"Method of Manufacturing selniconductor Device"
Takao Nozald, Takashilto
USP 4,343,657 (Aug.10,1982)
"process for producing a sen〕iconductor Device'
Takashilto, Hajime lshikawa, Masaichi shinoda
USP 4,331,710 (May.25,1982)
" Method of Forming an lnsulating FⅡm on semicondudor Device surface"
Takao Nozaki, TakaS11ilto
USP 4,486,461 (Dec.4,1984)
"Method and Apparatus for Gas phase Treating substrates"
Ta1ねShi lto,1Chiro Kato
USP 4,435,47 (Mar.6,1984)
"Method for Forming an lnsulating Film on a sen〕iconduclor substate sur・
face"
Takashilto, Takao Nozald
USP 4,430,364 (Feb.フ,1984)
"Method for Forming an Aluminum MetaⅡic Thin Film by vapor phase
Growth on a semiconductor substTate"
Ta1毅Shi RO
USP 4,491,859 qan.1,1985).
"SEMICONDUCTOR NON-V0上ATILE MEMORY DEVICE"
Shinpei Hijiya and Takashilto
USP 4,545,114 (oct.8,1985)
"Method of producing semiconductor Device"
Takashilto, TOSI]ihiro sugH, Tetsu Fukano, Hirosl〕i Horie
5
6
7
8
9
53
10
Ⅱ
12
13
5 4
H
U S P  4 , 6 2 1 , 2 7 フ ( N O V . 4 , 1 9 8 6 )
" s e m i c o n d u d o r  D e v i c e  H a v i n g  l n s u l a t i o n  F i l m s "
T a k a s h i l t o  a n d  T a k a o  N o z a l d
U S P  4 , 8 2 6 , 7 8 7  ( M a y . 2 , 1 9 8 9 )
" M e t h o d  f o r  A d h e s i o n  o f  s i l i c o n  o r  s i l i c o n  D i o x i d e  p l a t e "
M a s a a k i  M u t o ,  T a k a s h i  K a t o ,  T a k a s h i l t o
U S P  4 , 9 3 5 , 8 0 4  σ U n . 1 9 , 1 9 9 の
" s e m i c o n d u c t o r  D e v i c e "
T a k a s h i l t o ,  H i r o s h i  H o r i e ,  T o s h i h i r o  s u g i i
U S P  4 , 9 8 0 , 3 0 7  ( D e c . 2 5 , 1 9 9 山
"  p r o c e s s  f o r  p r o d u c i n g  s e m i c o n d u c t o r  D e v i c e  H a v i n g  A n  o x y n i t T i d e  l n s u l a ・
t i v e  F i l m "
T a k a s h i l t o  a n d  T a k a o  N o z a k i
U S P  5 , 1 田 , 2 4 9  ( M a r , 3 1 , 1 9 9 2 )
"  N o n v o l a t i l e  s e m i c o n d u d o r  D e v i c e "
S h i n p e i  H i j i y a ,  T a 1 稔 O  N o z a k i ,  T a k a s h i l t o ,  H a j i m e  l s h i k a w a
U S P  5 , 1 6 2 , 2 郭 ( N O V . 1 0 , 1 9 9 2 )
"  M e t h o d  f o r  M a n u f a c t u r i n g  a  H e t e r o  B i p o l a r  T r a n s i s t 0 τ "
T a l く a s h i l t o ,  T o s h i h i r o  s u g i i
U S P  5 , 2 2 5 , 3 郭 ( J U I . 6 , 1 9 9 3 )
"  G e t t r i n g  T r e a t m e n t  p r o c e s s "
R i n s h i  s u g i n o ,  Y a s u o  N a r a ,  T a k a s h i  R O
U S P  5 , 2 2 1 , 4 2 3  ( J u n . 2 2 , 1 9 9 3 )
"  p r o c e s s  f o r  c l e a n i n g  S Ⅲ ' f a c e  o f  s e m i c o n d u c t o r  s u b s t r a t e "
R i n s h i  s u g i n o ,  T a k a s h i l t o
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
< 公 開 特 許 >
0 0 1  【 名 称 】 半 導 休 不 揮 発 性 メ モ リ ー
【 1 川 預 番 牙 】 特 許  S 四 一 1 4 1 4 0 0  (  S 4 9 . 1 2 . 9  )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 降 司 , 篠 田 政 ・ ー
0 0 2  【 名 称 】 半 導 体 不 揮 発 枇 記 憶 奘 置
【 出 願 番 号 】 特 ・ i 午  S  4 9 - 1 4 3 9 5 4  ( S  四 . 1 2 . 1 3 )
【 請 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政 一
003【名称】半導休不抑窕性記憶装置
【出願番号】特ヨ午 S四一14備如(S四.12.19)
【ミ古求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,篠田政・ー
【名称】半導体装置の安定化方法
【出願番号】特許 S50-1306 (S四.12.27)
【訥求項数】 1
【発明者】伊ル泰隆司,篠田政・ー
【名称】 MIS形半導体裴置
【出願番号】特許 S 50-25357 (S 50.2.28)
【請求項数】 1
【発明者】何1藤隆司,篠田政・ー
【名動a 半導体表面の処理力法
【出願番号J 特訥, S 50-25358 (S 50.2.28)
【砧求項数】 1
【発明者】伊藤降百1
【名称】半遵体装霞の製造方法
【出願番号】特許 S 50-27541 (S 50.3.6)
【請求項数】 1
【発明者】伊喋隆司,士屋真平,篠田政・ー
【名称】半導休装借
【出願番号】特許 S50-27542 (S50.3.田
【請求項数】]
【発明者】伊藤隆河,篠田政一
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S50-27543 (S50.3.田
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半遵休表面被膜の形成力法
【出願番号】特許 S50-27544 (S50.3.田
【請求項数】 1
【発明者】伊献隆司
【名称】半導休装置の製造力法
【出願番号】特"午 S 50-28886 ( S 50.3.10)
【訥求項数】 1
【発明名】伊藤降司,篠田政
【名称】半遵体裴羅の製造方法
【出願番号】特許 S 50-28887 (S 50.3.10)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤降、司,野崎尊夫
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【 名 称 】 半 導 体 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 力 法
【 出 呼 貞 番 号 】 特 許  S  5 0 - 3 0 4 1 4  ( S  5 0 . 3 . 1 3 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 尊 火
【 名 称 】 電 界 効 果 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 7 2 5 8 7  ( S  5 0 . 6 . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 士 屋 真 平 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 7 2 5 8 6  ( S  5 0 . 6 . 1 4 )
【 詰 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 荒 川 秀 貴 , 篠 田 政 一
【 名 称 】  M I S 型 容 吊 索 子 を 含 む 半 導 体 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 7 2 5 8 5  ( S  5 0 . 6 . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政 一 , 中 野 元 雛
【 名 称 】 半 導 体 不 揮 発 性 記 憶 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 7 2 5 8 4  (  S  5 0 . 6 . 1 4 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】  M I S 型 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 7 2 5 7 8  ( S  5 0 . 6 . 1 4 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 酋 夫
【 名 称 】 半 遵 休 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 1 2 9 4 6 6  ( S 5 0 . 1 0 . 2 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】  M I S 電 界 効 果 ト ラ ソ ジ ス タ
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 0 - 1 4 3 5 1 8  ( S  5 0 . 1 2 .  D
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政 一
【 名 称 】 半 導 体 記 憶 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 0 - 1 5 2 9 8 5  ( S  5 0 . 1 2 . 2 2 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 朏 隆 司 , 西 秀 俊
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 1 - 1 0 8 5 8 6  ( S  5 1 . 9 . 9  )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 尊 夫
0 1 4
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023【名称】半導休装置
【出願番号】牛玲午 S 51-142527 ( S 51. H.27)
【請求項数】 1(外国11Ⅷ助
【発明名】伊藤隆司
【名称】半導体裴置の製造方法
【出則1番号】特・許 S 51-]51183 ( S 51.12.15)
【詰求項数】 1
【発明名】伊際隆司
【名称】苅映測定方法
【出原貞番号】"許 S 51-151]88 ( S 51.12.15)
覇吉求項数】 1
【発明名】荒川秀貴,伊藤隆司,篠田政一
【名称】半遵休装置の製造力法
【出願番号】特許 S 51-151359 ( S 51.12.16)
歸古求項数】 1
【発明者】伊際隆司,士屋↓IL平,篠田政一
【名励J 半導体条枯回路
【出願番号】特許 S 51-153040 (S 51.12.20)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半遵体裴置の製造方法
【出願番"'】特d午 S 51-155310 ( S 51.12.23)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体裴睡の製造方法
【出願番号】特許 S 51-16呪94 (S 51.12.29)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,野崎尊夫,篠田政
【名称】半遵仏奘識の製造方法
【1Ⅱ願番号】特許 S 52-78673 ( S 訟.6.30)
【訥求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】条積同路の製造力法
【H}馴!番号・】特許 S 52-80846 (S 52.フ.田
【詰求項数】 1(外国出剛D
【発明者】伊元倒難司
【名称】条秘1可路の製造力法
【出願番号】特許 S52-80847 (S52.フ,田
【請求項数】 1(外国出願)
【発明者】伊藤隆司
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【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 認 一 8 0 8 4 8  ( S 5 2 . フ . 田
【 請 求 項 数 】  1 ( 外 国 出 願 )
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 2 - 8 0 8 4 9  ( S 訟 . フ . 6 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S 訟 一 8 0 8 5 0  ( S 5 2 . フ . 田
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置
【 出 願 番 号 】 嶋 清 午  S  5 2 - 8 4 U 8  ( S  5 2 . フ . 1 4 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 中 村 哲 夫 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 牛 鋸 午  S  5 2 - 8 4 7 7 4  ( S  5 2 . フ . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 西 秀 俊 , 石 川 元
【 名 称 】 絶 縁 被 膜 の 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 2 - 8 4 7 7 6  ( S  5 2 . フ . 1 5 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 1 崎 尊 夫 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】 絶 縁 ゲ ー タ 電 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 2 - 8 4 7 フ フ ( S  5 2 . フ . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】 半 導 休 表 面 被 膜 の 形 成 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 訟 一 8 6 2 3 4  ( S 聡 . フ . 1 9 )
【 請 求 項 数 〕  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 尊 夫
【 名 称 】 半 導 体 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 2 - 8 8 0 4 3  ( S  5 2 , フ . 2 2 )
【 詰 求 項 数 〕  1 ( 外 国 出 肝 鋤
【 発 明 者 】 野 崎 尊 夫 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 2 - 8 8 0 U  ( S 5 2 . フ . 2 2 )
【 請 求 項 数 】  1 ( 外 国 出 願 )
【 発 明 者 】 野 崎 尊 夫 , 伊 藤 隆 司
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043【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S 52-88953 (S 52.フ.25)
【詰求項数】1(外倒印J励
【発明者】野崎尊夫,伊藤隆司,篠田政・ー
【名称】半導体不邦発性記憶装置
【出願番ぢ】特許 S52-93769 (S訟.8.5)
【詰求項数】 1
【発明者】士尾真平,伊藤隆司
【名称】半導体不揮発性記憶裴置
【出願番号】特許 S訟一95832 (S52.8.10)
【訥求項数】 1
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
【名称】半導体装羅の製造方法
【出原n番号】特許 S 52-139661 (S 兜.11.2D
【請求項数】 1(外国出願)
【発明者】伊藤隆司,士屋真平
【名称】半導体装置の製造力法
【1Ⅱ願番号】特許 S 53-71618 (S 53.6.14)
【請求項数】 1(外国出博鋤
【発明老】伊藤隆司,野崎尊夫
【名称】半導休装置
【出融番号】特許 S 脇一72654 ( S 53.6.15)
【詰求項数】1(外国W1鋤
【発明者】伊藤隆司,野崎酋夫
【名称】光電変換半導体装置
【出願番号】特許 S 53-73942 ( S 53.6.19)
【訥求項数】 2
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体表面絶縁映の形成法
【出願番号】特許 S 脇一132310 (S 53.10.27)
【請求項数】 1(外国出願)
【発明者】野崎尊夫,伊藤隆司
【名称】半導体表面絶縁膜の形成法
【出願番号】特許 S 53-163155 (S 53.12.26)
【請求項数】 1(外国出呼鋤
【発明岩】伊藤隆司,野崎尊夫
【名称】半導体記憶装置
【出願番号】特許 S 53-164815 (S 脇.12.28)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,士屋真平
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【 名 称 】 半 導 体 装 匙 の 駆 動 力 式
【 出 呼 兵 番 号 】 特 許  S  5 3 - 1 6 3 2 郭 ( S  聡 . 1 2 . 2 5 )
翫 省 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 記 憶 装 置 の 駆 動 方 式
【 出 願 番 号 ' 】 特 許  S  認 一 1 6 5 1 1 8  ( S  5 3 . 1 2 . 2 9 )
【 詳 レ R 項 数 】  1
【 発 明 名 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 牛 松 午  S  5 4 - 2 0 3 3 1  ( S  5 4 . 2 . 2 3 )
歸 古 求 項 数 】  1
【 発 明 ? 〒 】 野 崎 尊 夫 , 0 打 捺 隆 司 , 荒 川 秀 賢 , 井 上 イ ' 市
【 名 称 】 半 導 休 表 面 絶 縁 膜 の 形 成 法
【 出 願 番 号 】 特 ; 午  S  5 4 - 2 7 3 0 1  (  S  5 4 . 3 . 9 )
【 請 求 項 数 】  1  ψ 卜 国 出 願 )
【 発 明 名 】 野 崎 芭 夫 , 伊 藤 隆 司 , 荒 川 秀 貴 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 動 J  半 遵 体 装 置 の 製 造 方 法
【 1 1 _ 1 願 番 号 】 姑 許  S  5 4 - 6 1 3 3 7  ( S  5 4 . 5 . 1 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 芭 夫 , 石 川 元 , 篠 田 政 一
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 4 - 6 3 7 1 3  (  S  5 4 . 5 . 2 3 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 喋 隆 司 , 野 崎 尊 夫 , 石 川 元 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】 半 導 体 装 置 用 コ ン デ ン サ
【 出 願 番 号 】 特 i キ  S  5 4 - 6 4 2 4 0  (  S  5 4 . 5 . 2 4 )
【 訥 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 野 崎 尊 夫 , 石 川 元 , 篠 田 政 ・ ー
【 名 称 】 半 違 体 不 邦 発 性 記 憶 奘 繍
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 4 - 7 備 6 9  ( S  5 4 . 6 . 1 8 )
【 請 求 項 数 】  1  ψ 卜 国 出 願 )
【 発 明 名 】 士 屋 真 平 , 伊 喋 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 装 冊 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 詐  S  5 4 - 9 7 6 5 9  ( S  5 4 . フ . 3 D
【 舗 求 項 数 】  1 ( 外 国 出 願 )
【 発 明 岩 】 伊 藤 隆 司 , 石 川 元 , 篠 田 政
【 名 称 】 半 導 体 装 羅 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 4 - 9 7 6 6 2  (  S  5 4 . フ . 3 D
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 j 1 判 迩 司 , 野 崎 尊 夫 , 石 川 元 , 篠 田 政 ・ ー
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063【名称】光半導体装羅
【1Ⅱ願番号】特許 S 54一鮖842 ( S 54.フ.27)
【請求項数】 1 ψ卜国出願)
【発明者】伊藤隆司,士屋真平
【名称】半遵体不揮発性記憶装置
【出願番号】牛鋸午 S 54-96421 (S 54.フ.28)
薪青求項数】 1
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
【名称】相補型MIS半導体装置
【出願番号】特許 S 54-96947 (S 54.フ.30)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体記憶装借
【出願番号】特許 S 54-98199 (S 54.フ.31)
【請求項数】 1(外国出願)
【発明者】伊藤隆司,士屋真平
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S 54-109904 ( S 54.8.29)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,荒川秀貴,石川
【名称】半導体不揮発性記憶装置
【出願番号】特許 S 54-111164 (S 54.8.3D
【詰求項数】 1(外氏Ⅲ胴卿
【発明者】士屋真平,野崎尊大,伊藤隆司,石川
【名称】半遵体装置の製造力法
【出願番号】特ヨ午 S 54-171012 (S 54.12.28)
【請求項数】 1
【発明老】伊藤隆司,野崎芭夫
【名動J 半導体装羅の製造力法
【出願番号】特晴午 S 55-3300 (S 聞.1.16)
【諸求項数】 1
【発明老】伊藤隆司,豊蔵信夫,井上信市
【名称】半導体不揮発性記憶装置
【出願番号】特許 S砺一10372 (S郭.1.3D
【訥求項数】 1
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
【名称】半導休不揮発性記憶装置
【出願番号】特許 S郭一1037フ(S郭.1.3D
【詰求項数】 1
【発明者】士屋真平,伊藤隆司
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【 名 称 】 絶 縁 被 膜 の 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 肩 午  S  郭 一 1 0 5 8 7 2  (  S  5 5 . フ . 3 1 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 メ モ リ
【 出 願 番 号 】 特 6 午  S  郭 一 9 8 4 2 6  ( S  郭 . フ . 1 8 )
【 司 ' b R 項 数 】  1  ( 外 国 1 _ Ⅱ 馴 D
【 発 明 者 】 幽 口 眞 屶 , 伊 藤 降 司
【 名 称 】 パ タ ー ソ π 勿 女 力 法
【 H _ 1 願 番 号 】 特 許  S  5 5 - 1 1 8 5 8 9  (  S  弱 . 8 . 2 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 共 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S 郭 一 1 1 6 3 四 ( S 郭 . 8 . 2 2 )
b 吉 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 5 - 1 4 1 6 2 8  ( S  5 5 ' 1 0 . 9  )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 稍 J  半 導 体 記 憶 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  郭 一 1 5 3 1 7 フ ( S 聞 . 1 0 . 3 D
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 不 揮 発 性 記 憶 装 置
【 出 験 番 号 ・ 】 特 許  S 郭 一 1 6 7 4 別 ( S 5 5 .  H . 2 8 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 上 屋 真 平 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 不 揮 発 性 記 憶 装 買 及 び そ の 製 造 方 法
【 出 願 稲 号 】 特 i 午  S  郭 一 1 6 7 4 9 0  ( S  郭 . 1 1 . 2 8 )
【 請 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 十 屋 真 平 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 緝 膜 の 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 ミ 午  S 5 5 一 巧 備 印 ( S 郭 . 1 1 . フ )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 堀 江 博
【 名 称 】 半 導 体 の 衷 面 処 理 力 法
【 出 願 番 号 〕 特 許  S  郭 一 1 7 6 6 7 フ (  S  5 5 . 1 2 . 1 5 )
n 青 求 項 数 】  1
【 発 明 名 】 伊 藤 隆 司 , 加 藤 ・ ・ 郎
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083【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特i午 S 56-42202 (S 56.3.23)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】絶縁物簿膜の形成方法
【出願番号】特許 S 56-42206 (S 56.3.23)
【詰求項数】 2
【発明者】伊藤隆司
【名称】表面処理方法
【出願番号】特許 S 56-42207 ( S 56.3.23)
【請求項数】 2
【発明者】伊藤隆司
【名称】金属薄膜の形成力法
【出願番号】特許 S56-422仭(S56.3.23)
【詰求項数】 1 ψ卜国出願)
【発明老】伊藤隆司
【名称】金属薄膜の形成方法
【出願番号】特許 S 56-42211 (S 56.3.23)
【誌求項数】 1
【発明者】伊峠隆司
【名称】半導体記憶装置
【出願番号】特許 S 56-62140 (S 56.4.24)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】薄膜生成装置
【出願番号】特許 S 57-42456 (S 57.3.16)
駈斉求頃数】 2
【発明者】伊藤隆司,加藤・一郎
【名動a 半導体装置の製造力法
【出願番号】特i午 S 57-42457 (S 57.3.16)
【請求項数】 1(外国出願)
【発明者】伊藤隆司
【名称】薄膜生成装置
【出願番号】特許 S57-527脚(S57.3.3山
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S 57-52770 (S 57.3.30)
n吉求項数】 2
【発明者】伊藤隆司
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【 名 称 】 半 導 休 装 買 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 7 一 四 3 1 7  ( S 5 7 . 3 . 2 7 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 装 置
【 出 願 番 号 】 特 訂  S  5 7 - 5 1 7 2 5  ( S  5 7 . 3 . 2 9 )
託 行 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 薄 膜 の 形 成 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 7 ー フ 5 6 3 9  ( S 5 7 . 5 . 田
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 7 - 1 2 6 2 9 6  ( S 5 7 . フ . 2 の
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 杉 井 寿 博
【 名 称 】 半 遵 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 2 1 2 9 1  ( S  5 7 . フ . 1 4 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 杉 井 寿 博 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 7 2 0 2 0  (  S  5 7 . 9 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 7 2 0 2 1  ( S  5 7 . 9 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 薄 膜 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 7 2 0 2 2  ( S  5 7 . 9 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】  M I S 電 界 効 果 半 遵 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 7 2 0 2 3  (  S  5 7 . 9 . 3 0 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 バ イ ポ ー ラ 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 7 - 1 7 2 0 2 4  ( S  5 7 . 9 . 3 の
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 杉 井 寿 博 , 伊 藤 隆 司 , 深 野 哲 , 堀 江
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103【名称】半遵休装置の製造方法
【Ⅱ_1願番号〕特許 S 57-172025 (S 57.9.3の
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,杉井寿博,深野哲,堀江博
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 S 57-172026 ( S 57.9.30)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,杉井寿博,深野哲,堀江博
【名称】半遵体装置の製造方法
【出願番号】牛晞午 S 57-172027 ( S 57.9.3の
【請求項数】](外国出●ル
【発明者】伊藤隆司,杉井寿博,深野哲,堀江博
【名稍唖半遵体基板の加熱方法
【出願番号】特許 S 57-193699 ( S 57.11.4 )
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導休装置の製造力法
【出願番号】特許 S 郭一228351 (S 57.12.27)
【請求項数】 1
【発明名】加藤・一郎,伊藤隆司
【名称】半遵体装置の製造方法
【出願番号】削ii午 S 57-227627 ( S 57.12.28)
【詰求項数】 1
【発明者】深野哲,伊藤隆司,杉井脊博,堀江陣
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S 57-229248 (S 57.12.29)
【請求項数】 1
【発明者】杉井寿博,伊藤隆司,小川哲也
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S釘一22兜51 (S57.12.29)
【訥求項数】 1
【発明者】杉井寿博,伊藤隆司,小川哲也
【名称】半導体装置の製造力法及びその製造装置
【出駛番号】特許 S認一38"0 (S58.3.9)
【話求項数】 2
【発明者】杉井寿博,伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号〕特許 S58-96183 (S58.5.3D
【請求項数】 1
【発明者】堀江博,深野哲,伊藤隆司
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【 名 称 】 半 導 体 基 板 の 処 理 方 法
【 出 願 番 号 ・ 】 特 許  S  5 8 - 1 4 7 7 6 4  ( S  認 . 8 . 1 2 )
託 行 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 藤 ・ 一 郎 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 Ⅱ 」 願 番 号 】 特 許  S  5 8 - 1 5 1 7 8 4  ( S  5 8 . 8 . 2 の
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 小 沢 清 , 伊 際 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 及 び そ の 製 造 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 8 - 1 4 兜 3 7  (  S  5 8 . 8 . 1 7 )
【 詰 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 杉 井 寿 博 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 8 - 1 5 6 4 脚 (  S  5 8 . 8 . 2 9 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 小 沢 清
【 名 称 】 プ ラ ズ マ 反 応 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 8 - 1 5 2 4 0 7  (  S  5 8 . 8 . 2 3 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 藤 ・ 一 郎 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 薄 膜 生 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 8 - 1 5 2 4 0 8  ( S  郭 . 8 , 2 3 )
【 誌 ラ R 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 藤 一 郎 ,  g 1 藤 隆 司
【 名 称 】 パ タ ー ン 形 成 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 5 8 - 2 1 1 7 1 0  ( S  5 8 . 1 1 . 1 2 )
託 吉 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 小 沢 清
【 名 動 J  半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 噛 許  S  5 8 - 2 4 8 2 1 5  (  S  5 8 . 1 2 . 3 0 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 農 一 部 , 伊 ル 判 墜 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 1 午  S  5 9 - 2 0 8 6 3  ( S  5 9 . 2 . 9 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 杉 井 寿 博 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 裴 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  5 9 - 5 1 2 備 (  S  5 9 , 3 . 1 9 )
【 請 求 項 数 】  1 ( 外 国 出 願 )
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 堀 江 博 , 杉 井 寿 博
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123【名称】泊i融点金属シリサイドの牛成方法
【出願番号】特許 S59一印941 (S59.3.30)
【請求項数】 1
【発明者】加藤隆,伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特ミ午 S 59-60942 (S 59.3.30)
【詰求項数】 1
【発明者】加藤隆,伊藤隆司
【名称】誹膜形成方法
【出原貞番号】特許 S 59-74324 (S 諦.4.13)
【請求項数】 1
【発明者】加藤隆,伊藤隆司,高木幹夫,前田
【名称】恕膜形成力法
【出願番号】特許 S 59-74325 ( S 59.4.13)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司,加藤隆,商木韓夫,前田
【名称】エヅチングカ法
【出願番号】特i午 S 59-]09947 (S 59.5.30)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】負性抵抗索子
【出願番号】特許 S 59-227030 (S 59.10.29)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】薄膜形成方法及び薄膜形成装置
【1川頼番号】特許 S 60-22371 (S 印.2.フ)
【請求項数】 2
【発明者】加縢隆,伊藤隆司,局木幹夫,前田
【名称】半導体装置の製造方法
【出願番号】特許 S60-31769 (S 60.2.20)
【訥求項数】 1
【発明者】加藤隆,伊藤隆司
【名稍J エッチングカ法
【出願番号】特許 S60-31946 (S印.2.20)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】・半導体装置の製造力法
【出願番号'】特許 S60-31947 (S印.2.2の
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
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【 名 称 】 被 膜 形 成 力 法
【 出 願 番 号 】 特 信 午  S 印 一 2 7 郭 7  ( S 6 0 . 2 . 1 6 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 藤 隆 , 伊 藤 隆 司 , 武 藤 正 明
【 名 称 】 バ イ ポ ー ラ ト ラ ン ジ ス タ の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 6 0 - 1 1 3 3 部 ( S 印 . 5 . 2 7 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 名 】 加 藤 隆 , 鈴 木 邦 広 , 堀 江 陣 , 深 野 哲 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 0 - 1 0 叫 2 8  (  S  6 0 . 5 . 2 3 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 山 崎 辰 也 , 伊 藤 隆 司
【 名 動 ■ レ ジ ス ト 露 光 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 0 - 1 5 9 8 8 2  ( S 6 0 . フ . 1 9 )
n 青 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 手 島 章 友 , 伊 藤 降 司 , 高 木 幹 夫 , 中 山 範 明
【 名 称 】 再 結 晶 化 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  印 一 1 5 9 8 8 6  ( S  6 0 . フ . 1 9 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 手 島 章 友 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 6 0 - 1 8 2 2 3 5  ( S 6 0 . 8 . 2 の
n 行 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 加 藤 隆 , 武 藤 正 明 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 遵 体 装 識 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 0 - 1 8 2 2 5 9  ( S  6 0 . 8 . 2 の
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 武 藤 正 明 , 加 藤 隆 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 印 一 1 8 2 1 9 7  ( S 印 . 8 . 2 0 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 小 沢 油 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の 熱 処 理 方 法
【 1 Ⅱ 願 番 号 】 特 許  S  6 0 - 2 2 3 6 8 8  ( S  印 . 1 0 . 9 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 深 野 哲 , 伊 膝 隆 司
【 名 称 】 電 界 効 果 型 半 遵 休 装 置 の 鯉 造 力 法
【 1 凱 預 番 号 】 特 許  S 6 0 - 2 3 9 4 0 0  (  S 6 0 . 1 0 . 2 8 )
【 訥 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 深 野 哲 , 伊 藤 隆 司
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143【名称】平板接着力法
【出願番号】特許 S60-26船悦(S60.11.20)
n省求項数】 1
【発明者】手島章友,伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造方法
【1Ⅲ鴨番号】特許 S60-266176 ( S60.11.28)
【請求項数】 1
【発明者】杉野林志,伊藤隆司
【名称】半導体裴霞の製造方法
【出願番牙】特許 S田一17035 (S例.1.28)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半遵体装置の製造方法
【出願番号】特信午 S 6]-17船6 (S研.1.28)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体装買の製造方法
【1Ⅱ願番号】"清午 S 61-59744 ( S 61.3.18)
【詰求項数】 1(外国出願)
【発明者】武藤正明,加藤隆司,伊際隆司
【名称】半導体基板の表面処理方法
【出願番号】特許 S田一H6423 (S61.5.20)
【詰求項数】 1(外国出願)
【発明老】杉對才K占,伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】 4寺許 S 61-116425 (S 61.5.20)
詣古求項数】 1
【発明者】杉甥1木志,伊藤隆司,小沢清
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 S 61-142535 ( S 引.6.18)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名稍0 半導体記憶装置の製造方法
【出願番号】特'午 S 田一149024 ( S 田.6.25)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】赫膜装睡及びその形成力法
【出願番3ナ】弔」'午 S 61-193445 ( S 61.8.19)
【訥求項数】 3 (外1引_"願)
【発明者】加際隆,伊藤隆司,前田守
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【 名 称 】 薄 膜 装 置 及 び そ の 形 成 力 法
【 出 願 番 号 〕 特 許  S  6 1 - 1 9 3 4 4 6  ( S 6 1 . 8 . 1 9 )
【 詰 求 項 数 】  3  ψ 卜 国 出 願 )
【 発 明 者 】 加 藤 隆 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 基 板 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 1 - 2 1 0 2 7 4  (  S  6 1 . 9 . 5 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 小 沢 浩 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 反 応 チ ャ ン バ ー の 洗 浄 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 2 - 3 6 3 3 9  ( S  6 2 . 2 . 1 9 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 老 】 伊 際 隆 司 , 杉 野 林 志 , 山 崎 辰 也 , 波 辺
【 名 称 】 薄 膜 形 成 装 置
【 出 願 番 号 】 特 i 午  S  6 2 - 1 2 5 1 3 4  ( S  6 2 . 5 . 2 2 )
【 詰 求 項 数 】  1
【 発 明 老 】 加 藤 隆 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 電 界 効 果 型 半 導 体 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 2 - 1 2 5 1 3 5  (  S  6 2 . 5 . 2 2 )
【 請 求 項 数 】  1 ( 外 国 出 願 )
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 動 J  半 導 体 装 置 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 2 - 2 2 1 7 0 2  ( S  6 2 . 9 . 2 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 〕 加 藤 隆 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 超 伝 導 体 の 製 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 6 2 - 2 4 4 2 7 5  ( S 6 2 . 9 . 3 の
【 請 求 項 数 】  5
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 表 面 の 評 価 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 2 - 2 5 8 4 2 4  (  S  6 2 . 1 0 . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 金 属 配 線 の 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S 6 2 - 2 9 1 7 3 6  ( S 6 2 .  H . 2 の
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 金 属 配 線 の 形 成 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  S  6 2 - 2 9 1 7 3 7  ( S  6 2 . 1 1 . 2 の
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
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163【名称】半導体基板の処理方法
【出願番号】特許 S 62-291738 (S 62.11.20)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】バイポーラ型半遵体装置
【出願番号】特許 S 62-291739 ( S 62. H.20)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】ゲヅタリング方法
【出願番号】特ミ午 S 63-41895 (S63.2.26)
【詰求項数】 1 ψ卜国出願)
【発明者】杉野林志,奈良婿男,伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 S 63-109957 (S 63.5.6 )
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】苅膜形成装置
【1"願番号】特許 S 63-198480 (S 63.8.9 )
【詰求項数】 2
【発明者】加献隆,伊藤隆司,杉田義博
【名称】バイポーラ半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 S 63-31四03 (S 63.12.15)
【詰求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】微粒fの検出方法
【出願番号】特i午 HI-36962 (H I.2.16)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
【名称】薄膜形成方法
【1Ⅱ願番号】特許 HI-59612 (H I.3.14)
【諸求項数】 1
【発明者】奥野昌樹,伊藤隆司,奈良靖男
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 HI-10朋H (H I.4.27)
【請求項数】 1 ψ卜国出願)
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 HI-127504 (H I.5.20)
【請求項数】 1
【発明者】伊藤隆司
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167
168
71
169
170
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7 2
1 7 3
【 名 称 】 ド ? パ ン ト 濃 度 の 制 御 方 法
【 出 願 番 号 ・ 】 特 許  H I - 1 5 船 6 9  ( H  I . 6 . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 者 】 渡 辺 悟 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置 の ド ラ イ ク リ ー ニ ン グ カ 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 2 - 2 脇 2 1  ( H  2 . 2 . 5 )
【 請 求 項 数 】  3
【 発 明 者 】 奥 野 昌 樹 , 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 基 板 の ド ラ イ 洗 浄 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 2 - 6 5 1 0 4  ( H  2 . 3 . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 ド ラ イ 洗 浄 奘 置
【 出 願 番 号 】 特 許  H 2 - 1 4 0 4 0 2  ( H  2 . 5 . 3 0 )
【 請 求 項 数 】  4
【 発 明 者 】 杉 野 林 志 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 ウ ェ ハ の 乾 式 洗 浄 装 置 及 び そ の 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 2 - 1 7 7 8 6 1  ( H  2 . フ . 5 )
【 請 求 項 数 】 1 0
【 発 明 者 】 佐 藤 泰 久 , 杉 野 林 志 , 士 川 春 穂 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 絶 縁 膜 上 の め つ き 配 線 方 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 2 - 2 9 3 0 8 3  ( H  2 . 1 0 . 3 0 )
【 請 求 項 数 】  1
【 発 明 岩 】 養 田 聖 一 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 休 装 置 の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 3 - 1 8 0 2  ( H  3 . 1 . 1 D
【 請 求 項 数 】  2
【 発 明 者 】 養 田 聖 一 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 半 導 体 装 置
【 出 駛 番 号 】 特 許  H 3 - 2 9 9 3 1  ( H  3 . 2 . 2 5 )
【 訥 求 項 数 】  4
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 士 屋 真 平
【 名 柄 唖 半 導 体 装 置 及 び そ の 製 造 力 法
【 出 願 番 号 】 特 許  H 4 - 1 2 3 6 1 5  ( H  4 . 5 . 1 5 )
【 請 求 項 数 】  4
【 発 明 者 】 有 本 由 弘 , 伊 藤 隆 司
【 名 動 σ 半 導 体 記 憶 装 置
【 出 願 番 号 】 特 許  H 4 - 2 2 0 1 2 2  ( H  4 . 8 . 1 9 )
【 請 求 項 数 】 フ ( 外 国 出 願 )
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
1 7 4
1 7 5
1 7 6
1 7 フ
1 7 8
1 7 9
玲 0
1 8 1
1 8 2
183【名称】半遵休表面の処理方法及び半導体装置の製造力法
【出願番号】特許 H5-82N (H 5.2. D
【詰求項数】 3
【発明者】伊藤隆司,杉野林志
【名称】半遵体裴置およびその駆動方法
【出願番号】特願 2004-33U96 (H16.11.18)
【請求項数】フ
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導休奘置
【出原貝番号】特願 2004-335620 (H16.11.19)
【詰求項数】Ⅱ
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体装置及びその製造方法
【出願番号】特願 20備一船7フ74 (H17.2.15)
【請求項数】 8
【発明者】伊藤隆司
【名称】無線信号処理装置
【出願番号】特願 20備一70523 (H17.3.14)
【請求項数】 4
【発明者】伊藤隆司
【名称】半導体記憶装置
【Ⅱ辨貞番号】特願 2006-70718 (H18、 3.14)
【話求項数】 2
【発明者〕伊藤隆司
【名称】半導体記憶裴置
【出願番号】特願 2006-114768 (H18.4.18)
【請求項数】フ
【発明者】伊藤隆司
【名称】簿膜トランジスタ
【出願番号'】特願 2006-222325 (H18.8.17)
【請求項数】 5
【発明者】伊藤隆司
【名称】整流回路
【出願番号】特願 2006-17印51 (H18.6.27)
【請求項数】 4
【発明者】小谷光司,伊藤隆司
【名称】強誘電体薄膜の形成力法および強誘竃体メモリ
【出願番号】特願 2006-184989 (H18.フ.4)
【請求項数】フ
【発明者】伊藤隆司,小谷光司,黒木伸・一郎
184
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7 4
1 9 3
【 名 称 】 不 純 物 の ド ー ピ ン グ 方 法 及 び こ れ を 用 い た 半 導 体 装 貴 の 製 造 力 法
【 出 融 番 号 】 特 願  2 0 0 7 - 6 3 2 5 0  ( H 1 9 . 3 . 1 3 )
【 訥 求 項 数 】  1 0
【 発 明 者 】 黒 木 伸 一 郎 ,  g 打 鯏 峯 司 , 小 谷 光 司
【 名 称 】 苅 順 ト ラ ン ジ ス タ 及 び そ の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 0 7 - 1 9 1 5 巧 ( H 1 9 . フ . 2 4 )
【 詰 求 項 数 】  1 4
【 発 明 者 】 伊 藤 峰 司
【 名 称 】 シ リ コ ン 酸 化 膜 の 堆 筱 力 法
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 0 7 - 2 9 3 0 6 4  ( H 1 9 . 9 . 1 2 )
【 詰 求 項 数 】  9
【 発 明 者 〕 伊 藤 隆 司 , 黒 木 伸 ・ 一 郎
【 名 称 】 強 誘 電 体 薄 膜 及 び 常 誘 遵 体 薄 膜 の 形 成 力 法 と 半 導 休 デ バ イ ス
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 0 8 - 0 8 0 2 認 ( H 2 0 . 3 . 2 6 )
【 請 求 項 数 】  9
【 発 明 者 】 黒 木 伸 ・ 一 郎 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 0 8 一 巧 4 7 8 1  ( H 2 0 . 6 . 1 3 )
【 訥 求 項 数 】 フ
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司 , 黒 木 伸 ・ 一 郎
【 名 称 】 マ イ ク ロ 流 路 デ バ イ ス
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 四 一 0 7 四 9 9  ( H 2 1 . 3 . 2 5 )
【 請 求 項 数 】  1 0
【 発 明 者 】 黒 木 イ " ト ー 郎 , 伊 藤 隆 司
【 名 称 】 結 晶 性 半 導 体 苅 模 の 製 造 方 法
【 出 願 番 号 】 特 願  2 0 船 一 0 7 8 9 9 1  ( H 2 1 . 3 . 2 7 )
【 訥 求 項 数 】 フ
【 発 明 者 】 伊 藤 隆 司
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
